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Hoch- und Hochstfrequenzhalbleiterschaltungen

Saalibung am 18. November 2016 8:00 bis 9:30 Uhr
Eiermann-Hdrsaal Geb. 20.40

A - Fehlangepasste Systeme

Gegeben ist eine Quelle mit dem Innenwiderstand 20 Ohm und ein Verbraucher mit dem

Innenwiderstand 125 Ohm. Die Quellenleistung betrdgt 5 dBm.

Wieviel Leistung kommt am Verbraucher an, wenn die Quelle und der Verbraucher

1) direkt verbunden werden?

2) Uber eine Leitung der Linge Lambda/4 und der Impedanz 50 Ohm verbunden werden?

3) mit einer Mikrostreifenleitung verbunden werden? Die Lange und die Weite der
Mikrosreifenleitung soll so gewdhlt werden, dass maximale Leistung am Verbraucher
ankommt. Zur Auswahl stehen zwei GaAs Subtrate mit einer Permittivitat von 12,9 der Dicke
650 um und 50 um. Benutzen Sie zur Bestimmung der Weiten und Langen die Grafik im

Anhang. Die Anpassung soll bei 100 GHz sein.
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B - Anpassung von Feldeffekttransistoren

Im Folgenden ist das Ersatzschaltbild eines Feldeffektransistors in common-source Konfiguration

gegeben.
R=28,50hm G1 =100 mS
L=15pH G2=7mS
C =50fF
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1) Skizzieren Sie Si1 und Sz, des Transistors im Smith-Chart. Uberlegen Sie sich dafiir welche Ein-
und Ausganzimpedanzen fir f = 0 und f >> 0 erzielt werden.

2) Bei 100 GHz ist die Eingangsimpedanz = 8.5 - j¥*22.4 Ohm und die
Ausgangsimpedanz = 15.25 - j*21 Ohm.
Wie kénnen Sie den Transistor anpassen? Im Folgenden sind zur Hilfestellung zwei typische
Anpassnetzwerke gegeben. Wie sieht der Transformationsweg im Smith-Chart aus?
Die Leitungen kdnnen Impedanzen von 10 bis 80 Ohm annehmen.
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3) Bei sehr niedrigen Frequenzen kénnen die Widerstdnde, Leitwerte und Induktivitaten

vernachlassigt werden und der Transistor wird durch die Kapazitaten und die Stromquelle

beschrieben.

Wird der Transistor eingangsseitig parallel mit einem Widerstand abgeschlossen, kann mit

einer zusatzlichen Induktivitat die Kapazitdt am Eingang kompensiert werden. Welchen Wert

muss die Induktivitat fur eine frequenzunabhangige Anpassung besitzen?

Hinweis: Ly und C kénnen als Leitung betrachtet werden.
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